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OEM: Texas Instruments Diode 1N3064 Datasheet

1N3064
Diffundierte-Silizium-Schaltdiode

Mechanische Daten

Das glaspassivierte Silizium-Kristall ist in einem Glasgehduse hermetisch abgeschlossen. Hochtem-
peratur-Verbindungsstellen zwischen Kristall und Kontaktanschliissen garantieren guten Kontakt, selbst
bei extremsten Umweltbedingungen.

Mafe in mm DO-35

r 2,039 l—u,uiﬂ.u
o & sy -

L !

e 254 —tm——— 4 57 254 ——m

£

Absolute Grenzwerte

*Sperrspannung Tav
FluBstrom bei {oder unter) 256 °C Ty (Bem. 1} 115 mA
StoBstrom fiir eine Dauer von 1 5 (Bem, 2) 500 ma
StoBstrom fiir eine Dauer von 1 5 (Bem. 2) 2A
*Dauerverlustieistung bel (oder unter) 25 °C Umgebungstemperatur 250 mwW

{Bem. 3)
*| agerungstemperatur —65°C bis +200°C
*Drahttemperatur im Abstand von 1,6 mm vom Gehause flr 10 s 250 °C
Bemerkungen:

1. Dieger Wert wird fiir Einphasenbetrieb von 50 Hz (Sinushalbwellen) mit Widerstandslast garantiert.
Reduziert sich linear auf 0 bei 150 °C.

2. Dieser Wert gilt bei einem Rechteckimpuls.

3. Lineare Reduzierung mit 1,5 mW/°C.

* JEDEC registriert.
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Elektrische Grenzwerte® bel Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

Parameter Pritfbedingungen min max Einheit
Umry Durchbruchspannung Ig = 5 A 75 v
Ir Reststrom Ug =50V 01 A

Ug =50V, Ty = 180°C 100 [T
Up FluBspannung Ir = 10 mA, 1 W
gur  1emp. Koeff, der FluBspannung g = 10 mA (Bem. 4) 3 my/°C
C Kapazitiat Ug =0, f=1MHz 2 pF
Betriebsdaten® bei 25 “C Umgebungstemperatur
Parameter Prifbedingungen miin max Einheit
trr Sparrverzbgerungszait g = 10 mA, Ign = 10 mA, Ry =100 @, 4 ns

Cr = 10 pF, irr = 1mA, (s Bild1)

Ups(rec; FluBwiederkehrspannung lp=100mA, Rp=500Q (s. Bild 2) 3 v
| Spannungsrichtverhéltnis Up=2V¥ Ry =6 k@l Cy, = 20 pF 45 %

Zsouree = 50 Q, f =100 MHz

Bemerkung:

4, Der Temperaturkoafflzient eyp 188t sich durch folgende Formel berechnen:

Up bei 150 °C — Up bei =55 °C
*ur = 150 °C — (—55 °C)

* JEDEC repgistriert.
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Parameter-MeBbedingungen
0,05 uF Prifling
Eingang @ )

6kl

Ausgang

1867

0,01 yF Einstellung aut

Einstellung der Amplitude
auf lgy = 10 mA

Bild 1 — Sperrverzégerungszeit

Bemerkungen:

a) Der Eingangsimpuls wird von einem Generator mit folgender Charakteristik geliefert: 24 = 50 Q,
tr=2 0,25 ns, tp = 100 ns.

b) Die Ausgangsimpulsform wird an einem Oszillographen mit folgenden Daten sichtbar gemacht:
tr<< 0,35 ns, Zein = 50 Q.
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- Eingestellt auf
Eingang IF = 100mA
san
Eingong Aumgang
Prifling g
Testschaltung Spannungsimpulsform
Bild 2 — FluBverzdgerungszelt

Bemarkungen:

a) Der Eingangsimpuls wird von einem Generator mit folgender Charakteristik geliefert:
Za =50 Q, tr < 20 ns, fp = 100 ns, f << 100 kHz.

b) Die Ausgangsimpulsform wird an einem Oszillographen mit folgenden Daten sichtbar gemacht:
tl‘ﬂ n|4 ns, Hﬂné 1 Mnl Cal.nﬂ B IL‘JF+
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